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 初めに MBE 成長構造及び条件の最適化を行った後、５層の GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 量子細線からなる活性層を有す
る面発光レーザ構造を MBE 成長した。選択酸化型デバイスに加工した結果、量子細線面発光レーザとして初めての
電流注入による室温発振を実現した。直径 3μm の電流狭窄領域をもつデバイスの場合、しきい値電流 0.38 mA とい
う良好な値が得られた。また、光出力は量子細線方向に偏光し、しきい値の８倍以上まで直交偏波間の消光比が 20 dB
以上と、非常に安定した発振特性が得られた。 
 だが、井戸幅を薄くしないと一次元性が顕著にならないため、GaAs 量子細線の場合、発振波長が室温で約 765 nm
と、近距離光通信用波長帯（～850 nm）に比べて短かった。そこで、発振波長を長波長化するために、５層の
InGaAs/(GaAs)6(AlAs)1 量子細線からなる活性層を有する量子細線面発光レーザを作製した。InGaAs 量子細線の場
合も室温発振を実現し、直径 4μm の電流狭窄領域をもつデバイスの場合、しきい値電流は 0.7 mA で量子細線方向
に偏光した安定した発振特性が得られた。発振波長は約 830 nm と、近距離光通信用波長帯の量子細線面発光レーザ
を実現することができた。 
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導体光レーザ材料であることを示した。実用性の高い波長 850 nm 帯をもつ InGaAs 量子細線面発光レーザにおいて
も、同様の偏光スイッチのない電流注入室温レーザ発振を実現し、将来の発展が期待される研究成果である。 
 以上により、樋口裕君の提出した論文は、博士（工学）の学位論文として価値のあるものと認める。 
